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3)Collage Moléculaire : Wafer bonding
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CONTEXTE
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»  Photonique sur Silicium

“ Compatible avec la technologie CMOS(faible co(it/volume élevé)

“ Grande compacité (haute intégration / faible consommation électrique)
“ Convergence électronique-photonique .

» Défis
= Augmentations des utilisa
Augmentation des débit

Besoin de développer des tra
performants...
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Wavelength steering
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ETUDES DU COMPOSANT
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Evolution du facteur de couplage en fonction de la largeur du guide Si
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CARACTERISATIONS
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LASERS HAUT DEBIT A MODULATION DIRECTE
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Bande passante électro-optique

Institut Mines-Télécom

25/05/2023 Journée des doctorants Samovar

J. M. Ramirez, A. Soulei
et al. Opt. Express 2022

NRZ- 32 Gb/s (ER > 5 dB)

Mesures de transmission

A. Souleiman et al., CLEO/Europe-EQEC 2023
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